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Широкое  распространение  в  современной  технике  получили  тензорезистивные  датчики
давления [1]. Ужесточение требований к эксплуатационным характеристикам датчиков требует
изготовления их  чувствительных элементов  из  новых материалов,  превосходящих кремний по
термомеханическим и электрофизическим параметрам [2,3].

К  таким  материалам,  безусловно,  относится  алмаз,  являющийся  широкозонным
полупроводником  с  шириной  запрещённой  зоны  в  5,4  эВ  [3].  Современные  газоплазменные
(CVD)  технологии  позволяют  получать  поликристаллические  плёнки  алмаза  (ППА),
обладающие  рядом  преимуществ  перед  кремниевыми  плёнками.  Пьезорезистивный
коэффициент  (коэффициент  тензочувствительности)  в  ППА  достигает  величины  К=1000  [4],
значительно превышающей аналогичные величины для кремния и германия К=50÷200 [5].

В  настоящей  работе  изготовлены  экспериментальные  образцы  чувствительного  элемента
высокотемпературных  датчиков  давления  на  основе  тензорезисторов  из  легированной  бором
ППА, рисунок.

Тензорезистор, сформированный из легированной бором поликристаллической плёнки алмаза
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